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ВСТУП 

 

Р-n переходи на основі GaAs є височутливими сенсорами парів аміаку. 

За допомогою фотохімічного поверхневого легування сіркою можна підняти 

газову чутливість таких структур. У даний час відсутні дослідження змін 

чутливості та морфології поверхні таких структур при різних умовах 

сульфідної обробки.  

Мета роботи: визначення механізмів утворення пасивуючого покриття 

на поверхні n-GaAs після фотохімічного поверхневого легування сіркою. 

Для досягнення мети проводилися дослідження морфології поверхні      

n-GaAs до та після сульфідної обробки з різною тривалістю. Поверхневе 

легування сіркою проводилося у 30% водному розчині сульфіду натрію при 

освітленні поверхні. Дослідження морфології поверхні здійснювалося за 

допомогою   атомно-силового мікроскопу (АСМ) NT-206. Для обробки даних 

вимірювань використовувалась програма Gwуddion.  

В результаті проведення досліджень встановлено, що поверхневе 

легування сіркою не відбувається одночасно по всій поверхні. Цей процес 

супроводжується утворенням локальних неоднорідностей. Середня 

шорсткість поверхні у однорідній частині зразків в процесі поверхневого 

легування майже не змінюється у розглянутому діапазоні тривалості 

сульфідування. В той же час шорсткість поверхні у неоднорідностях суттєво 

зростає при збільшенні тривалості фотохімічного поверхневого легування. 

При збільшенні тривалості обробки до 60 с спостерігалося локальне 

об’єднання неоднорідностей. Вимірювання величини та кроку хвилястості 

демонструє періодичність у розташуванні неоднорідностей. 

Встановлено, що у розглянутому діапазоні тривалостей сульфідної 

обробки відношення ефективної площі поверхні зразка (з врахуванням 

неоднорідностей) до її пласкої проекції в процесі поверхневого легування 

сіркою змінювалося на 37%. Це може бути однією з причин зменшення 

газової чутливості p-n переходів на основі GaAs при збільшені часу обробки.  
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ВИСНОВКИ 

 

1. При фотохімічному поверхневому легуванні сіркою з малою 

тривалістю на поверхні n-GaAs утворюються локальні неоднорідності.   

2. Середня шорсткість поверхні у однорідній частині зразків в процесі 

фотохімічного поверхневого легування несуттєво зростає. 

3. Середня шорсткість поверхні у неоднорідних частинах зразків при 

збільшенні тривалості фотохімічного поверхневого легування збільшується в 

декілька разів. 

4. Збільшенні тривалості обробки призводить до об'єднання локальних 

неоднорідностей і утворення суцільного покриття з Ga2S3 та продуктів 

реакції.  
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